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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音響波で動作するデバイスであって、
　１つの圧電材料の１つの層（ＳＵ）と、
　前記圧電材料における音響波を励起するための電極（ＥＬ，ＥＬ１，ＥＬ２）の少なく
とも１つのペアと、
　前記デバイス上に配設されている１つの補償層（ＫＳ）であって、当該補償層に音響波
のエネルギーの少なくとも一部が存在する、補償層と、
　を備え、
　前記補償層は、三フッ化スカンジウムＳｃＦ3を含みかつ負の熱膨張係数を有する１つ
の誘電体材料を含む、
　ことを特徴とするデバイス。
【請求項２】
　請求項１に記載のデバイスにおいて、
　前記補償層（ＫＳ）は、前記圧電材料の層上に直接取り付けられており、
　前記電極（ＥＬ，ＥＬ１，ＥＬ２）は、前記圧電層（ＳＵ）上か、前記補償層（ＫＳ）
上か、または当該圧電層と当該補償層との間に配設されている、
　ことを特徴とするデバイス。
【請求項３】
　前記補償層（ＫＳ）は、前記誘電体材料として、化学式Ｓｃ(1-X)ＹXＦ3の、イットリ
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ウムドーピングされたＳｃＦ3を含み、当該係数Ｘで示されるイットリウムの割合は、０
＜ｘ≦０．２５の関係で規定されていることを特徴とする、請求項１または２に記載のデ
バイス。
【請求項４】
　前記補償層（ＫＳ）は、前記誘電体材料として、化学式Ｓｃ(1-X)ＹXＦ3の、イットリ
ウムドーピングされたＳｃＦ3を含み、ｘ＝０．２となっていることを特徴とする、請求
項３に記載のデバイス。
【請求項５】
　ＳｃＦ３を含む前記補償層（ＫＳ）はガラスであることを特徴とする、請求項１乃至４
のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記補償層（ＫＳ）は、１つの網状組織形成剤を含むことを特徴とする、請求項１乃至
５のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記補償層（ＫＳ）は、７００ｐｐｍ／Ｋの熱弾性特性の温度係数を備えることを特徴
とする、請求項１乃至６のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載のデバイスにおいて、前記デバイスは、
　ＳＡＷデバイスとして構成されており、
　少なくとも１つのインターデジタル変換器を、前記圧電層（ＳＵ）上に有するか、また
は前記圧電層（ＳＵ）の上方に有し、
　前記圧電層および前記インターデジタル変換器の上に堆積された補償層（ＫＳ）を有し
、当該補償層（ＫＳ）は、ＳｃＦ3を、純粋な形態か、ドーピングされているか、他の酸
化物またはハロゲン化物と共に混合結晶となっているか、または結晶質の基質またはガラ
スの中に埋設されて含み、
　前記デバイスの中心周波数での波長に関して、５～２０％の層厚で、前記中心周波数の
温度係数が完全に補償されるように形成されている、
　ことを特徴とするデバイス。
【請求項９】
　前記デバイスは、インターデジタル変換器を有しないＢＡＷデバイスとして構成されて
おり、但し２つの電極層（ＥＬ１，ＥＬ２）を用いて構成されていることを特徴とする、
請求項１乃至７のいずれか１項に記載のデバイス。
【請求項１０】
　音響波で動作するデバイスであって、
　１つの圧電材料の１つの層（ＳＵ）と、
　前記圧電材料における音響波を励起するための電極（ＥＬ，ＥＬ１，ＥＬ２）の少なく
とも１つのペアと、
　前記デバイス上に配設されている１つの補償層（ＫＳ）であって、当該補償層に音響波
のエネルギーの少なくとも一部が存在する、補償層と、
　を備え、
　前記補償層は、負の熱膨張係数を有する１つの誘電体材料を含み、
　前記誘電体材料は、以下の化合物Ｚｒ（ＷＯ4）（ＰＯ4）2，ＳｃＦ3－ＢａＦ2－ＹＦ3

，ＳｃＦ3－ＢａＦ2－ＺｎＦ2，ＳｃＦ3－ＢａＦ2－ＩｎＦ3，ＳｃＦ3－ＭｇＦ2，ＹｂＦ

3－ＳｃＦ3，ＬｕＦ3－ＳｃＦ3，Ｚｎ（ＣＮ）2，およびゼオライトの１つを含むことを
特徴とするデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　たとえばSAWデバイス（SAW=surface acoustic wave)またはBAWデバイス（BAW=bulk aco
ustic wave)のような音響波で動作するデバイスの特性は、通常温度への依存性を示す。
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これよりたとえばタンタル酸リチウム（ＬＴ４２°ｘｙ回転）ベースのSAWデバイスの中
心周波数の温度係数（ＴＣＦ）は、典型的にたとえば－４０ｐｐｍ／Ｋ付近となっている
。ここで異なる基板は異なる温度係数を示す。
【０００２】
　またこの材料の熱膨張は、密度ρの低下をもたらし、以下の関係
                    ｖ = √(ｃ／ρ）
により、その波動速度ｖに直接影響を与える。これにより、上記の熱膨張により増大した
走行距離が、波に対する補償となる。しかしながら周波数への大部分の影響は、とりわけ
、この温度と共に剛性ｃが変化することであり、この剛性は殆どの材料において、そして
これより圧電材料においても、温度の上昇と共に低下する。さらに、圧電テンソルおよび
基板の誘電率も温度依存性であり、そしてこれにより上記の温度係数の原因となっている
。また電極材料の剛性の変化も、上記のＴＣＦに影響を与えないわけではない。
【０００３】
　以上より、たとえばフィルタの帯域幅を、上記の温度依存の変動の分だけ増大するため
に、音響波で動作するデバイスでの製造許容誤差が厳しくなるという問題が生じる。この
問題は、隣接した周波数バンドでは、選択度を悪化させ、あるいは製造の際に、もはや要
求されている仕様を満たさないデバイスの割合が大きくなるといったことをもたらす。他
の仕様は、上記のＴＣＦの補償のための対策無しには、もはや満足されない。
【０００４】
　特許文献１には、音響波で動作するデバイスが提示されており、このデバイスは温度変
化を低下させるための様々な対策（ＴＫ補償）、具体的には共振周波数の温度変化に対す
る対策が組み合わされている。このデバイスは、基板上面上に導電性のデバイスパターン
を備え、その下面には補償層を備え、この補償層は、機械的な張力が生成され、すなわち
この張力が温度変化で形成されることで、この基板と機械的に堅く結合されている。
【０００５】
　他の対策として上記のデバイスパターンの上にＳｉＯ2層が配設される。このＳｉＯ2層
は、その熱弾性特性が正の温度係数を備え、この正の温度係数は、大多数の基板材料、た
とえばＬＴまたはＬＮ（ニオブ酸リチウム）の負の温度係数を補償する。
【０００６】
この方法の欠点としては、上記の電極の必要とされる反射率が、重い電極でのみ得られる
ことである。このことはとりわけＳＡＷデバイスに対しては満足できるものではなく、そ
していくつかの用途に対しては不十分である。さらにＳｉＯ2を用いた温度補償での欠点
は、その温度補償特性に制限があることであり、ＳｉＯ2の使用により、電気機械的カッ
プリングおよび帯域幅の損失、減衰の増大、また望ましくない妨害モードの発生を甘受し
なければならないことである。これは実効的に達成可能なＴＫ補償を制限するものである
。
【０００７】
　たとえばＧｅＯ2、およびフッ素ドーピングまたはホウ素ドーピングされたＳｉＯ2のよ
うな、正の温度係数を有する他の層（複数）が、既に上記の温度依存特性の補償のために
提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許第７５８９４５２Ｂ２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の課題は、上記の温度係数を補償するための新たな可能性あるいは材料を提示す
ることであり、これによって上記の補償が改善されると共にこれに関係した欠点も低減さ
れる。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この課題は、請求項１に記載の特徴を有するデバイスによって解決される。本発明の有
利な実施形態がその下位請求項に示される。
【００１１】
　本発明は、負の熱膨張係数を有する材料の中に、その熱機械的特性が正の温度係数を備
える多数の材料を見出すことができるという知見に基づいている。このような材料は、圧
電材料では一般的に生じる、熱機械的特性の負の温度係数の補償のために使用することが
できる。
【００１２】
　本発明では、音響波で動作するデバイス上に１つの補償層を取り付けることが提案され
、この補償層は、少なくとも２つの元素の化合物をベースにした１つの誘電体材料を備え
、この化合物は負の熱膨張係数を有する。
【００１３】
　１つの実施形態によれば、この化合物は、１つの無機の遷移金属化合物または１つの希
土類化合物である。しかしこの化合物は他の物質グループの化合物でもよい。
【００１４】
　このようなデバイスは、１つの圧電材料の少なくとも１つの層を備え、この圧電材料に
おける音響波を励起するための１つの電極ペアを有している。上記の補償層にこの音響波
のエネルギーの少なくとも一部が存在するように、この補償層がこのデバイス上に配設さ
れている。この補償層は、この音響波が最初に生成される圧電層の比較的近くにあること
が必要である。
【００１５】
　たとえば誘電体の無機の遷移金属化合物および希土類化合物のグループから選択されて
いる、負の熱膨張係数を有する材料は、驚くべきことにその弾性率Ｅが大きな正の温度係
数を示し、また温度上昇と共に剛性が大きくなり、この剛性は今まで知られている材料の
最も良いもの、たとえばこの用途のために今まで使用されてきたＳｉＯ2よりも大きいも
のである。この大きな剛性の変化によって、あるいはこれに付随する弾性率Ｅの正の温度
係数によって、効果的な補償層を実現することに成功している。
【００１６】
　以上により、さらに周波数の温度係数を完全に補償することが可能であり、そしてさら
に加えて、従来知られていた材料よりも小さな厚さの補償層を用いて補償することが可能
である。ここで１つの薄い補償層を用いて、従来知られていた補償層の問題が同時に減少
される。具体的には上記の圧電的なカップリングの減少、および上記の補償層で甘受しな
ければならなかった音響的減衰のような不利な効果が小さくなる。
【００１７】
　上記の見いだされた化合物のグループのさらなる利点は、これらの化合物を一般的に、
半導体技術で知られた従来の堆積方法を用いて、制御されたやり方で取り付けることがで
きるということである。以上により、音響波で動作するデバイス上に取り付けられるため
に、これらの化合物は処理技術的にも良好に適合したものである。
【００１８】
　本発明の１つの実施形態においては、上記の補償層は、上記の圧電材料の層上に直接取
り付けられる。電極（複数）および補償層は、この圧電層の同じ側に配設されていてよい
。しかしながら、この補償層がこの圧電層の下側に配設され、そしてこれらの電極がこの
圧電層の上側に配設されることも可能である。さらに、これらの電極を圧電層と補償層と
の間に設けることも可能である。もう１つの原理的に可能な変形例は、上記の電極（複数
）を上記の補償層上に取り付けることであり、この補償層はまた上記の圧電層上に堆積さ
れている。
【００１９】
　本発明の１つの好ましい実施形態においては、上記の補償層は負の熱膨張係数を有する
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希土類化合物として、三フッ化スカンジウムＳｃＦ3ベースのガラスを備える。この物質
は十分に硬く、機械的に安定であり、そして良好に堆積することができる。
【００２０】
　弾性率Ｅの特に大きな正の温度係数は、イットリウムドーピングされたＳｃ(1-X)ＹXＦ

3の化学式のフッ化スカンジウムを用いることで実現でき、ここで係数ｘで示されるイッ
トリウムの割合は≦０．２５であり、したがって０＜ｘ≦０．２５となっている。
【００２１】
　この化合物のイットリウムの含有量は、フッ化スカンジウムにおけるフッ化イットリウ
ムの溶解度で制限され、そして理論的には、さらに高くすることもできるが、これはこれ
に対応する材料を製造することができる場合である。
【００２２】
　特に有為かつ有利な特性は、イットリウムの割合が約２０％の、イットリウムドーピン
グされたフッ化スカンジウムであり、ここではすなわちｘ＝０．２となっている。この材
料は純粋な形態では、弾性率Ｅの温度係数が約１５００ｐｐｍ／Ｋとなっている。この温
度係数は、現在のデバイスで補償層として用いられている、ドーピングされていないＳｉ
Ｏ2の５倍より大きいものである。今まで提案されてはいるが、未だ全く使用されていな
いフッ素ドーピングされたＳｉＯ2と比較して、上記の提案されたイットリウムドーピン
グされフッ化スカンジウムの温度係数は、２倍より大きなものとなっている。これは、こ
れから製造された補償層に対して、いままで知られた補償材料であった場合の半分の大き
さの層厚のみによって、同じ補償効果が得られることを意味している。
【００２３】
　１つの好ましい実施形態によれば、上記の補償層は、＞７００ｐｐｍ／Ｋの熱弾性特性
の温度係数を備える。この値は、上述の負の熱膨張係数を有する様々な材料によって達成
される。
【００２４】
　上記の提案された化合物を用いて、１０００ｐｐｍ／Ｋより大きい熱弾性特性の温度係
数を有する補償層も得ることができる。
【００２５】
　ここで上述の材料は、固体の純粋な形態，ドーピングされた形態で存在してよく，他の
酸化物，ハロゲン化物，または他の結晶質の化合物と組み合わせた混合化合物，として存
在してよく、あるいは固体の形態で結晶質の基質に埋設されていてよく、または好ましく
はガラスの中にさえ埋設されていてよい。負の膨張係数を有する材料を純粋な形態で含ん
でいない１つの補償層が、上述の材料のみから成る１つの補償層よりも小さな補償効果を
達成することが可能である。しかしながら１つの層状の混合物または１つの層状のドーピ
ングが所望の効果をさらに高めることも可能である。材質の修飾が直接には層堆積に適し
ていない場合、あるいは層堆積で生成された層が機械的および構造的にデバイス上に残る
のに適していない場合には、他の物質との混合物または１つの基質への埋設が有利となり
得る。
【００２６】
　ここで層形成するという構想は、１つのデバイスに適合した、充分に硬く、そして適合
した物理的な整合性を有する１つの層に関するものである。
【００２７】
　１つの実施形態においては、本発明によるデバイスは、ＳＡＷデバイスとして形成され
ており、すなわち音響波で動作する１つのデバイスとして形成されている。このデバイス
は少なくとも１つのインターデジタル変換器を上記の圧電層上に備える。この圧電層上に
、そしてこのインターデジタル変換器の上には、１つの補償層が堆積されており、この補
償層は、フッ化スカンジウムＳｃＦ3を含み、（たとえばＹＦ3で）ドーピングされている
か、他の酸化物またはハロゲン化物と共に混合結晶となっているか、または結晶質の基質
またはガラスの中に埋設されている。上記の補償層は、その補償材料の選択に関して、お
よびこの補償層におけるその材料の割合に関して、上記の中心周波数の温度係数、すなわ
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ち上記のＳＡＷデバイスに対して重要な温度依存性の値が、既に５－１５％の相対的な層
厚で完全に補償されるように形成されている。ここでこの相対的な層厚は、この材料にお
いて伝播可能な音響波の波長に関係しており、この層厚はこの波長のパーセント程度とな
っている。
【００２８】
　ＴＫの過度の補償を必要とする問題があり、こうして上記の補償層のより大きな層厚が
採用され得る。ここで上記の相対的な層厚は、上記の材料において伝播可能な音響波の、
このデバイスの中心周波数での波長に対する層厚の比に関係する。このような本発明によ
る補償層の層厚は、従来の補償層よりも小さい。とにかくこの中心周波数の温度係数の完
全な補償を実現することができる。
【００２９】
　本デバイスは、ＢＡＷデバイスとして形成されていてよく、ここでＳＭＲ（solidly mo
unted resonator）、またはメンブレン（複数）の上に配設された共振器（複数）をベー
スにした２つの実施形態が可能である。さらに本デバイスは、ＧＢＡＷデバイス（ガイド
音響体積波で動作するデバイス）として形成されていてよい。
【００３０】
　これらのデバイスは、１つ以上の公知の金属および合金，半導体ならびに１つ以上の導
電性の、ホウ化物，窒化物，炭化物，および混合化合物を含む電極材料を備えてよい。
【００３１】
　本発明によるデバイスは、様々な用途に対して提供あるいは設計することができる。た
とえば本発明によるデバイスを、共振器，ＤＭＳフィルタ，またはラダー型フィルタとし
て使用することが可能である。
【００３２】
　もう１つの実施形態においては、上記の補償層は、酸化性の網状組織形成剤（複数）か
ら成る１つの材料を含む。これらの特別な網状組織形成剤は、負の熱膨張係数を示し、こ
の負の熱膨張係数は、多くの場合特異的な圧力特性（「加圧軟化」"pressure softening"
）を伴う。このような化合物は、特異的な熱機械的特性も示し、この特異的な熱機械的特
性は、剛性ｃおよび弾性率Ｅの正の温度係数を伴う。
【００３３】
　この剛性ｃおよび弾性率Ｅの、そのとりわけ大きな特異性を有する熱機械的特性、およ
びその正の温度係数が知られているものは、具体的には構造異性体のタングステン酸塩Ｚ
ｒＷ2Ｏ8およびＨｆＷ2Ｏ8である。ＺｒＷ2Ｏ8に関しては、既にその特異的な、弾性定数
の熱機械的特性が確認されている。
【００３４】
　負の熱膨張係数を有する、酸化性の網状組織形成剤のさらなる例は、ＺｒＭｏ2Ｏ8，Ｈ
ｆＭｏ2Ｏ8，ＳｃＷ3Ｏ12，ＡｌＷ3Ｏ12，Ｚｒ（ＷＯ4）（ＰＯ4）2である。
【００３５】
　他の物質グループからも、負の熱膨張係数を有する材料が知られており、たとえば多数
のゼオライトまたはＢ2Ｏ3がある、
【００３６】
　上述のような特性と同等なものを備える、非酸化性の網状組織形成剤あるいはガラス形
成剤は、フッ素ベースの化合物、ＳｃＦ3－ＢａＦ2－ＹＦ3，ＳｃＦ3－ＢａＦ2－ＺｎＦ2

，ＳｃＦ3－ＢａＦ2－ＩｎＦ3，ＳｃＦ3－ＭｇＦ2，ＹｂＦ3－ＳｃＦ3，ＬｕＦ3－ＳｃＦ

3，Ｚｎ（ＣＮ）2，およびＢｅＦ2、ならびにたとえばＺｎ（ＣＮ）2等のいくつかのシア
ン化物である。これらの化合物は全て、熱膨張の負の温度係数を示し、そしてこのため原
理的に、音響波で動作するデバイス上の補償層における使用にも適合している。これとは
逆に、ＳｉＯ2，ＧｅＯ2，Ｂ2Ｏ3等のような一般的なガラス形成剤は、ＰＴＥ特性（posi
tive thermal expansion，正の熱膨張）を示し、ただし小さなＰＴＥ特性である。
【００３７】
以下で実施形態例とこれに関連した図を用いて、本発明をより詳細に説明する。これらの
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図は、概略的にのみ作成されており、本発明の良好な理解にのみ用いられるものである。
個々の部分が拡大または縮小されて示されていることがあるので、したがってこれらの図
は特に正確な寸法を示すものではない。これよりこれらの図では、相対的な寸法も絶対的
な寸法も得られるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】補償層を有する１つのＳＡＷデバイスの概略的な断面図を示す。
【図２】図１と異なる構成の、補償層を有する１つのＳＡＷデバイスの概略的な断面図を
示す。
【図３】補償層を有する１つのＢＡＷデバイスを示す。
【図４】補償層を有する１つのＧＢＡＷデバイスを示す。
【図５】１つの別のＢＡＷデバイスを示す。
【図６】１つのＳＡＷデバイスを示す。
【図７ａ】パターニングされた補償層を有する１つのＳＡＷデバイスを示す。
【図７ｂ】パターニングされた補償層を有する１つのＳＡＷデバイスを示す。
【図８ａ】１つ以上の追加的な誘電体層ＤＳを備えるＳＡＷまたはＧＢＡＷデバイスを示
す。
【図８ｂ】１つ以上の追加的な誘電体層ＤＳを備えるＳＡＷまたはＧＢＡＷデバイスを示
す。
【図８ｃ】１つ以上の追加的な誘電体層ＤＳを備えるＳＡＷまたはＧＢＡＷデバイスを示
す。
【図９】様々なイットリウム含有量ｘのＳｃ(1-X)ＹXＦ3の系における温度に対する弾性
率Ｅの変化を示す。
【００３９】
　図１は、１つの補償層ＫＳが設けられている１つのＳＡＷデバイスの最も簡単な実施形
態を示す。少なくとも１つの薄い圧電層を備える１つの基板上には、１つの第１の電極層
ＥＬ１が配設されており、この電極層は、櫛状で互いにずれた櫛状電極の形態で形成され
ている。基板ＳＵは、具体的には、ＳＡＷの発生および伝播に適したカットを有するタン
タル酸リチウムから成っている。ＬＴ４２は、たとえば、ｘ方向で約－４０ｐｐｍの、弾
性特性（複数）の温度係数（複数）を備える。これらを補償するために、電極層ＥＬ１の
上に、補償層ＫＳが適切な厚さで配設されており、この厚さは、その厚さで所望の補償の
程度に対応するように算定される。
【００４０】
　図２は、１つの同様なデバイスを示すが、しかしながらここでは補償層ＫＳは、上記の
電極層が設けられている表面と反対側にある基板の表面上に取り付けられている。上記の
圧電層の厚さが適切に薄く設定されると、こうしてこの構成を用いて上記の周波数の温度
係数の良好な補償も達成することができる。
【００４１】
　図３は、音響波で動作する１つのデバイス（ＢＡＷデバイス）を示し、このデバイスで
は、１つの補償層ＫＳが直接１つの圧電基板ＳＵ上に取り付けられている。この基板ＳＵ
の露出した表面上には、１つの第１の電極層ＥＬ１が配設されており、そして上記の補償
層ＫＳの露出した表面上には、１つの第２の電極層ＥＬ２が配設されている。これらの補
償層ＫＳおよび基板ＳＵの厚さは合わせて、このＢＡＷデバイスの波長を決定し、こうし
て１つの所与の波長で、１つの厚い補償層ＫＳおよび１つの薄い基板ＳＵは、このＢＡＷ
デバイスにおいて同じ共振周波数に調整することをもたらす。
【００４２】
　図４は、別の１つのタイプの、音響波で動作するデバイス、すなわちガイド音響体積波
で動作するデバイス、いわゆるＧＢＡＷデバイスを示す。このデバイスでは、１つの圧電
基板ＳＵ上に、ここでも電極が具体的にはパターニングされた第１の電極層ＥＬ１として
配設されている。さらに補償層ＫＳが、１つの所望の層厚で配設されている。
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【００４３】
　このデバイスの最後に、この補償層ＫＳの上に取り付けられる被覆層ＭＬが形成され、
この被覆層は、補償層の音響波の速度ｖ（ＫＳ）よりも大きな速度ｖ（ＭＬ）を有する。
すなわち
　　　　　　　　　　　　ｖ（ＭＬ）＞ｖ（ＫＳ）
となる。ここでもこの速度は
　　　　　　　　　　　　　ｖ = √(ｃ／ρ）
に従い、用いられている材料の密度ρまたは剛性ｃに対応して調整される。以上により、
音響波のガイドが主に基板および補償層内で行われることが保証される。さらに加えて上
記の被覆層の厚さは、圧電層あるいは補償層側に向いていない、この被覆層の表面で、実
質的にまったく音響的な動きすなわち振動が生じ得ないような大きさに算定される。
【００４４】
　図５は、１つの第１の電極層ＥＬ１，１つの圧電層ＳＵ，および１つの第２の電極層Ｅ
Ｌ２を有する１つのＢＡＷデバイスを示し、ここでは補償層ＫＳが、２つの電極層ＥＬ１
、ＥＬ２の外側の１つに取り付けられている。
【００４５】
　当然ながら、補償層ＫＳを、第１の電極層ＥＬ１と第２の電極層ＥＬ２の間のどこかに
配設することも可能である。さらなる可能性として、様々な厚さの複数の補償層ＫＳを用
いることも可能である。１つ以上のこのような補償層を有するＢＡＷデバイスは、ＡＭＲ
（solidly mounted resonator）として、基板上に直接戴置されるか、またはメンブレン
構造で形成されていてよい。
【００４６】
　図６は、別の１つのＧＢＡＷデバイスを示し、このデバイスでは、補償層は、圧電基板
と第１の電極層ＥＬ１との間に配設されている。この電極層ＥＬ１の上側には、図６に示
すように、１つの被覆層ＭＬが配設されていてもよい。
【００４７】
　図７ａおよび７ｂは、１つの補償層ＫＳが設けられている１つのＳＡＷデバイスの音響
特性が、どのようにしてさらに改善され得るかという可能性を示す。電極と補償層材料と
の間の小さな音響インピーダンスの差によって低減された電極の反射率は、１つの追加的
な、補償層ＫＳのパターニングによってもたらされる反射によって回復される。この目的
のため、電極フィンガ（複数）に対し平行して、凹部（複数）（図７ａ）あるいは隆起部
（複数）（図７ｂ）が、補償層ＫＳの表面に取り付けられ、これらは音響波に対する反射
部位を生成し、そしてこれらは電極フィンガと同じ走査格子（Raster）に配設され、そし
てこれによってこれらの電極フィンガでの反射率が補強される。
【００４８】
　本発明に関しては、圧電結晶／圧電層と電極との間、または補償層の上側での、追加的
な誘電体層ＤＳも可能である。図８ａ～８ｃはこのような例示的な実施形態を示す。こう
して図８ａには、１つの誘電体の層ＤＳが、第１の電極層ＥＬ１と補償層ＫＳとの間に配
設されている。図８ｂにおいては、１つの誘電体の層ＤＳが、被覆層ＭＬの上に配設され
ている。図８ｃは、２つの誘電体の層ＤＳ１およびＤＳ２を同時に備える、１つの実施形
態を示す。これらの誘電体の層は既に個別に図８ａおよび８ｂで示されているものである
。
【００４９】
　図９は、Ｓｃ(1-X)ＹXＦ3の系における弾性率Ｅの温度に依存した変化を、０～２５％
のイットリウムの割合に対応した異なるパラメータｘに対して示している。２０％（ｘ＝
０．２）のイットリウムの含有量に対して、弾性率Ｅの最も大きな上昇が３００－５００
Ｋの温度範囲で生じることが見て取れ、これよりこの材料が弾性率Ｅの最も大きな正の温
度係数を有し、そして音響波で動作するデバイスにおける補償層の使用に最も良く適合し
ている。ここで純粋なフッ化スカンジウムは、負の熱膨張係数を示すが、しかしながら殆
ど０に近づくような小さい弾性率Ｅの温度係数を示す。
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【００５０】
　この図から、あるいはこの元になっている実験から、イットリウムが２０～２５％の割
合で混合されたスカンジウム－イットリウム－三フッ化物に対し、約１５００ｐｐｍ／Ｋ
の中心周波数の温度係数が得られる。これに対しフッ素ドーピングされたＳｉＯ2は、７
００ｐｐｍ／Ｋ未満の係数を示し、一方ドーピングされていないＳｉＯ2は、３００ｐｐ
ｍ／Ｋ未満の係数を示す。以上により、現在一般的に用いられているドーピングされてい
ないＳｉＯ2からなる補償層と比較して、約５倍の補償の改善が得られている。
【００５１】
　この材料特性、特に混合されたスカンジウム－イットリウム－三フッ化物の材料特性、
たとえば剛性は、従来使用されていたＳｉＯ2層と同程度のものとなっている。このＳｉ
Ｏ2より多少大きな密度では、他のデバイス特性には上記の新しい補償層によって不利な
影響を与えられることはないと想定することができる。この改善された補償のために、こ
の補償層の、ほんの小さな層厚が必要なだけであるので、むしろ上記の音響特性の大幅な
改善を期待することができる。
【００５２】
　本発明は、上記の実施形態例で詳細に説明した実施形態に限定されるものではない。上
記の実施形態は、１つの補償層を有する音響波で動作するデバイスの単に例示的な実施形
態を示すものである。原理的に、２つ以上の補償層を備えるデバイス、または、中心周波
数の温度係数を低減するためのさらなる他の手段、具体的には締め付け層（Verspannungs
schichten）を備えるデバイスも可能である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７ａ】

【図７ｂ】

【図８ａ】

【図８ｂ】
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